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Sposob wytwarzania grubowarstwowych rezystoréw nieliniowych
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Przedmiotem wynalazku jest spos6b wytwarza-
nia grubowarstwowych rezystor6w nieliniowych
spelniajacych zalezno§é U=C.IP o malej stalej C
i matym wspétczynniku nieliniowo$ci f.

Dotychezas znane sposoby wytwarzania tego typu
rezystorow wedlug patent6w polskich Nr 48819
i Nr 50406 polegaly na wytworzeniu masy skta-
dajacej sie z karborundu, glinki plastycznej, stu-
zgcej jako lepiszcze oraz weglika czteroboru B,C,
z ktérej prasuje sie ksztaltki, suszy w tempera-
turze otoczenia i nastepnie wypala w temperatu-
rze 1100 do 1400°C.

Na ksztattkach rezystywnych uzyskanych tg me-
todg zamocowywane byly nastepnie koncéwki wy-
prowadzeniowe z drutu miedziowego, pocynowa-
nego, stuzace do podigczenia rezystora do obwo-
du elektrycznego.

Wada tej metody jest niemozliwo§¢ wytwarzania
rezystor6w nieliniowych przy zachowaniu para-
metréw elektrycznych, w gabarytach wymaganych
w nowoczesnej technice grubowarstwowej mikro-
uktadéw.

Wad tych nie posiada rozwigzanie wedlug wyna-
lazku. Spos6b wykonania rezystoréw nieliniowych
wedlug wynalazku polega na wytworzeniu pasty
o skladzie: 70 do 94,9% karborundu, 5—29,9%
skladnika szklotwoérczego lub proszku szklanego
o temperaturze miekniecia nie mniejszej niz 500°C
oraz nie mniej niz 0,19/ weglika czteroboru B,C.
Uziarnienie surowcéw wyjSciowych jest mmniejsze
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od 0,06 mm. Do mieszaniny wyzej wymienionych
sktadniké6w dodaje sie lepiszcza organicznego na
przykiad terpineolu i miesza sie dokladnie w celu
uzyskania jednorodnej pasty.

Tak przygotowang paste nanosi sie na przyklad
metoda sitodruku na podloze ceramiczne, ktére
moze byé alundowe, steatytowe, porcelanowe lub
berylowe i wypala w temperaturze od 500 do 900°C
w zaleznoSci od ilo§ci i temperatury miekniecia
stosowanego skladnika szklotwoérczego lub proszku
szklanego. Przy stosowaniu bardzo cienkich warstw
rezystywnych korzystnym jest stosowanie w pascie
szkiel krystalicznych. W tym przypadku po wy-
paleniu pasty naniesionej na piytki ceramiczne
stosuje sie druga obrébke termiczng dla uzyska-
nia struktury krystalicznej.

Ma to te zalete, ze zapobiega dyfuzji metali
stanowigcych styk elektryczny do warstwy rezy-
stywnej.

Plytki ceramiczne, na ktérych nanoszona jest
warstwa rezystywna' pokryte sa weczeSniej zna-
nymi sposobami warstwg metalu stanowigcg sche-
mat polgczen elektrycznych, przy czym nalozona
warstwa rezystywna moze pokrywaé sie czeScig
lub caloScia powierzchni z odpowiednig czefcig
schematu polagczen elektryeznych stanowigcych
réwnocze$nie styk elektryczny warstwy rezystyw-
nej. W przypadku, gdy warstwa rezystywna styka
si¢ tylko w jednym miejscu z schematem polgczeni
elektrycznych plytki ceramicznej naklada sie do-
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datkowo na jej zewnetrzng powierzchnie warstwe
metaliczng stanowigca drugi styk elektryczny.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b wytwarzania grubowarstwowych rezy-
stor6w nieliniowych o malej stalej C i réwno-
czesnym matym wsp6lczynniku nieliniowofei S
okreS§lonych wzorem U=C.I3, znamienny tym, ZzZe
na podloze ceramiczne z naniesiong uprzednio
warstwa metaliczng stanowigcg schemat polgczen
elektrycznych nanosi sie paste rezystywng o skila-
dzie: 70 do 94,99/ karborundu, 5—29,99/ skladnika
szktotwoérczego lub proszku szlanego oraz nie mniej
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niz 0,19/0 weglika czteroboru B,C, a'nastepnie pod-
daje obrébce termicznej w temperaturze 500 do
900°C.

. 2. Spos6b wedlug zastrz. 1, znamienny tym, Ze
przy uzyciu pasty, w sklad ktérej wchodzg proszki
szkiel krystalicznych, warstwy rezystywne poddaje
sie dodatkowej obrébce termicznej majgcej na celu
uzyskanie struktury krystalicznej.

3. Spos6b wedlug zastrz. 1 i 2, znamienny tym,
ze na warstwe rezystywng polaczong z metalicz-
nym schematem polgczen elektrycznych w jednym
miejscu naklada sie na zewnetrznej powierzchni
warstwe metaliczng stanowigeg drugi styk elek-
tryczny.
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